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【はじめに】酸化亜鉛（ZnO）は低温成膜によるフレキシブル基板上への応用が可能で，さらに

可視光領域における透明性が高く，ZnO を用いる整流素子を開発できればそれを用いたフレキシ

ブルな透明回路の実現も可能となる．しかし，p 形ドーピングにおける自己補償効果により p 形

ZnO薄膜を作製することは極めて難しく，pn接合による整流素子の作製が困難である．そこで我々

は新しい構造を用いた整流素子であるセルフスイッチングナノダイオード（Self-switching 

nano-diode; SSD）[1,2]に注目した．今までに我々は金属電極を用いた ZnO-SSD を実現し，その諸

特性について報告してきた[3]．今回，我々は低抵抗材料である Al ドープ ZnO（AZO）を電極に

用い，170℃以下の低温プロセスにより，ほぼ透明な ZnO-SSD をガラス基板上に作製したので，

その電気特性について報告する． 

【実験結果】プラスチックのようなフレキシブル基板上にも応用することを視野においてより低

温での加工プロセスを検討した．ZnO の成長はパルスレーザー堆積法を用い，非加熱でガラス基

板上に ZnO薄膜 40 nmを成膜した．その後，電子線リソグラフィとウェットエッチングを用いて

ZnO 薄膜上に L 字形の絶縁溝を形成し，素子分離後に電極として AZO 薄膜を室温で成膜した．

図 1に作製した ZnO-SSDのAFM画像を示す．チャネルの ZnO薄膜および電極のAZO薄膜は 80%

以上の透過率を有し，作製した ZnO-SSD は目視でほぼ透明であった．アノードが負バイアスの場

合，絶縁溝から空乏層が広がり，電流が流れなくなる．一方，正バイアスの場合は空乏層が狭ま

り電流が流れる．図 2 に作製した透明 ZnO-SSD の特性を示す．チャネル長 L = 1.9 m，      

幅W = 220 nmのZnO-SSDは明瞭な整流特性が観測され，電圧 30 Vのとき，立ち上がり電圧 V(turn-on) 

は 17 V と見積もられ，整流比は 4.6×101が得られた．当日は異なる寸法をもつ ZnO-SSD の特性に

ついても議論する． 
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図 1 ZnO-SSDの AFM像 図 2 ZnO-SSDの電流-電圧特性 
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